SILIZIUM - PNP - EPIBASIS -
DARLINGTON - LEISTBNGSTRANSISTOR

BDT 20

45
| max |*
+ 1,3+ '4— *
-3 |28
5 ’ 59
o— ) min
T } 158
— o ! | max
2R 1500 ! |
E L_}_—1
VZ 7,069 !
|
L — __*___ S~
3,5 max 51
nicht verzinnt L max
Mechanische Daten: * ' | * 127
1,3-»1| |- min
Gehduse: Kunststoff, max
JEDEC T0-220 (2x) .
Der Kollektor ist mit dem B[j|C E i
metallischen Montageflansch II I
leitend verbunden. »l|le09max(3x}) |-»|le06
MaBangaben in mm. — - - - 2.4
2,54 254
7273583.4V3
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 130 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung _UCE o = max. 130 V
Kollektorstrom, Scheitelwert —Ic M = max. 12 A
Gesamtverlustleistung bei QG é 25°C Ptot = max. 62,5 W
Aufnehmbare Energie im 2.Durchbruch E(BR) = maXx. 100 mWs
Sperrschichttemperatur QJ = maX. 150 ‘¢
Gleichstromverstéarkung >
bei -UCE =3V, -Ic =3 A B E 500
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BDT 20

)

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis &

J max
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: —UCB o = max.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei IB = 0: -UCE o = max.
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: -UEB o = mex.
Kollektorstrom, Mittelwert: —IC v = max.
Kollektorstrom, Scheitelwert: -IC M = max.
Basisstrom: -IB = max.
Gesamtverlustleistung bei 9 < 25%;: P, . = max.
Aufnehmbare Energie im Durchbruch: 1) E(BR) = max.
Sperrschichttemperatur: SJ = max.
Lagerungstemperatur: &S = min.
SS = max.
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montageflansch: Rth G é
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é
100 273928
Prot max
(W)
50
0
0 50 100 9 (*C) 150

1) beim Abschalten mit induktiver Last

- = . = . = = Q L=
und Ubat C max. 60 V, tp 300 ms. T 12 s, RL 100 @,

sowie 8 = 100°c
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Kennwerte: bei eJ = 2500, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-EmitterDurchbruchspannung

bei IB =0, —Ic = 10 mA:
Kollektor-Reststrom

bei IE = 0, -UbB = 100 V:

bei IE = 0, -UCB =60V, &
Kollektor-Emitter-Reststrom

bei IB =0, —UCE = 60 V:
Emitter-Reststrom

bei IC = 0, —UEB =5 V:

0
g = 150°C:

Kollektor-Emitter-Restspannung

bei —IC =1 A, —IB = 2 mA:

bei —IC = 3 A, —IB = 12 mA:
Basisspannung

bei -UCE =3V, —Ic = 3 A:
Gleichstromverstirkung

bei -UCE =3V, -IC = 50 mA:

bei —UCE =3V, -Ic = 250 mA:

bei -UCE =3V, —IC = 3 A:

bei -UCE =3V, -IC = 8 A:

DurchlaBspannung der Schutzdiode

bei I = 0,1 A:

bei IF = 8 A:

Schaltzeiten

bei -ICX =34, ~-I = +I = 12 mA:
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BDT 20

130 V
0,2 mA
’ mA
50 uaA
1,0 mA
35V
0 V
3,0 V

100
500...3000

500

150
0,9 V
s v
0,2 us
1,5 us
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BDT 20

MeBschaltung fiir Schaltzeiten

VZ 740164

“U; y = 10V Tex
T = 500 us 90f==== =
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BDT 20
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BDT 20

Erlaubter (= sicherer) Arbeitsbereich bei 8, § 25°¢C

I Gleichstrombetrieb
II periodiscBer Impulsbetrieb mit Vo = 0,01
102 7284627.1
(A)
~IcMmax
|
10 | —ICAY max \\
~ AN
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Y @
AN
tp=
N N 100us
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i
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1ms
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1 10 10 veem
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BDT 20

My

102 7288681 103 7288680
M
-Uggp=120V
Vr= 0,01
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SILIZIUM - NPN - EPIBASIS -
DARLINGTON - LEISY¥UNGSTRANSISTOR

BDT 21

10,3 4.5
* max —° ™ max [*
C
5 -+ 3,6 |- * 1,3+ *
B r‘\ | 28
o— ‘, (N g = 59
m &V } min
— o ) 4 158
4kQ 1009 E I I max
VZ740170.1 ! |
L i __J
|
B /Sene— |
3,5 max
Mechanische Daten: nicht verzinnt 5,1
- il max
Gehduse: Kunststoff, * 1 ! ——————? 127 )
JEDEC T0-220 2
13| |- min
Der Kollektor ist mit dem max
metallischen Montageflansch {2x) 1 1
leitend verbunden. Bl C E J
MaBangaben in mm. ! rl l
; ->l<-0,9mux(3x) +»|le 06
— - - .24
2,54 254
7273583.4V3
Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 130 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 130 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 12 A
Gesamtverlustleistung bei &G < 25°%C Ptot = max. 62,5 W
Aufnehmbare Energie im 2.Durchbruch E(BR) = max. 100 mWs
Sperrschichttemperatur &J = max. 150 °c
Gleichstromverstiarkung >
bei UCE =3V, IC =3 A B = 500
VAIVD
229



BDT 21

)

Absolute Grenzwerte: (giltig bis &

J max

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB ¢ = max. 130 \'4
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei I, = 0: Ugg o = max- 130V
Emitter-~Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 6 \'s
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = max. 8 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M max. 12 A
Basisstrom: IB = max. 150 mA
Gesamtverlustleistung bei SG § 25°¢C: Ptot max. 62,5 w
Aufnehmbare Energie im Durchbruch: 1) E(BR) = max. 100 mWs
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 150 °c
Lagerungstemperaturs SS = min. -65 °c
SS = max. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montageflansch: Rth G § 2 K/W
zwischen Sperrschicht und Umgebung: By v < 70 K/W
100 2739278
Prot max
(W)
50
0
0 50 100 ¥ (°C} 150

1) beim Abschalten mit induktiver Last
wnd U o= max. 60V, t =300 ms, T =12, B =100 8 L=0,6H

sowie & = 100°C

U
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Kennwerte: bei §

Kollektor-Emitte®~Durchbruchspannung

bei IB = 0, IC = 10 mA:
Kollektor-Reststrom
bei I_ =0, U,, = 100 V:

E CB
=60V, $

bei IE =0, UCB
Kollektor-Emitter-Reststrom
bei IB = 0, UCE = 60 V:

Emitter-Reststrom
bei IC = 0, UEB =
Kollektor-Emitter-Restspannung

bei IC =14, IB = 2 mA:

bei IC = 3 A, IB = 12 mA:
Basisspannung

bei UCE =3V, Ic = 3 A:
Gleichstromverstidrkung

bei UCE =3V, Ic = 50 mA:

bei Upp = 3V, I, = 250 mA:
3 A:

bei Uyp = 3V, I

bei UCE =3V, IC = 8 A:

DurchlaBspannung der Schutzdiode
bei IF = 0,1 A: '
bei IF = 8 A:

Schaltzeiten
bei ICx =3 A, +I

J

5 V:

= =I

BX BY

3 = 2500, sofern nicht anders

= 150°C:

= 12 mA:

BDT 21

angegeben
>

Upr) ce 0 = 130V
<

ICB 0 2 0,2 mA

ICB 0 = 2, mA
<

Iog o = 50 pA
<

IEB 0 = 5,0 mA
<

UCE sat 2 ’ v

UCE sat = 2 v
<

UBE = 3,0 v

B 2 100

B = 500...3000

B ; 500

B = 1800

UF é 0,9 v

g = 2,2 Vv

ein = ’ ks
taus = ’ K
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BDT 21

MeBschaltung fiir Schaltzeiten

lax
Ui M = 10 V . (o1 et e VZ 740164
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BDT 21
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BDT 21

Erlaubter (= sicherer) Arbeitsbereich bei $. < 25°¢

I Gleichstrombetrieb

II periodischer Impulsbetrieb mit VT = 0,01
102 7188676
Ic
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cMmax
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10 | I¢ AV max \\\ \‘
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\\\ N N
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NN N =
N N 10045
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BDT 21
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BDT 60

BDT 60A
BDT 60B
BDT 60C
SILIZIUM - PNP - ~
EPIBASIS - DARLINGTON - - ;?6?( . . #65*4_
LEISTUNGSTRANSISTOREN,
- 3,6 |- 1,3+ |-
Komplementdrtypen | ' + l *
1 - .
zur BDT 6 Reihe 5 I | 28 59
[] R min
o = r= I
¢ R ! 4 158
o—i ! | | max
B y ! [ l
m Ll .3 ]
E .
a— o . L - IR -
,6 max [_ F
VIROT picht verzinnt| | || n'?gx
+13 | LI 12
> 3
Mechanische Daten: mt’lx mi"
X 11
Gehduse: Kunststoff, (2x) slilc E l
T0-220 _—_ 1
Der Kollektor ist mit . '|+0,9max(3x) > l<—0,6
dem Montageflansch ‘
leitend verbunden. _’2 54 2 5:‘ - le-24
MaBangaben in mm. ’ ’ 7273583.4V3
Kurzdaten: BDT 60 60A 60B 60C
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 60 80 100 120 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung —UCE o = max. 60 80 100 120 V
Kollektorstrom, Scheitelwert -Ic M = max. 6 A
Gesamtverlustleistung bei OG g 25% Ptot = max. 50 w
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °¢
Gleichstromverstidrkung >
bei -Usp = 3 Vund =, = 1,5 A B & 750
Grenzfrequenz, Emitterschaltung >
bei -UCE =3 V und —IC =1,5 A fB = 25 kHz

11.81
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BDT 60

BDT 60A
BDT 60B
BDT 60C

Absolute Grenzwerte:

-

BDT 60 60A 60B 60C

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: -UCB o = max. 60 80 100 120
Kollektor-Emitter—
Sperrspannung bei IB = 0: —UCE o = max. 60 80 100 120
Emitter-Sperrspannung bei IC = 03 —UEB o = max. 5
Kollektorstrom, Mittelwert: —IC Ay = Dmax.
Kollektorstrom, Scheitelwert: -IC M = max. 6
Basisstrom: -IB = maXx. 100
DurchlaBstrom der Schutzdiode: IF = max. 4
Gesamtverlustleistung bei 9 < 25%: P, . = max. 50
Sperrschichttemperatur: 5J = max. 150
Lagerungstemperaturs: SS = min. -65
Qs = max. 150
Wirmewiderstands:
zwischen Sperrschicht <
und Montageflanschs Rth G = 2,5
zwischen Sperrschicht <
und Umgebungs Rth U = 70
X 730091
50
AN
-
Piot max
(W)
N
N
25 \\
‘\\\;\
\‘
0
0 50 100 ,36 (°C) 150

oot>§>.‘><<
a o

(]

K/W

K/W



Kennwerte: bei 3J = 25°C, sofern nicht anders angegeben
Kollektor-Reststrom

bei IE = 0 und -UCB = —UCB 0 max’

. o
bei Ip = 0, -Uyp = 0,5 (-UCB o max), 95 = 150°C:
Kollektor-Emitter-Reststrom
bei Iy = 0 und -Uy, = 0,5-(-UCE 0 max):

Emitter-Reststrom
bei IC =0, -UEB =5 Vs

Kollektor-Emitter-Restspannung
bei —IC =1,5 4, —IB = 6 mA:
Basisspannung
bei -UCE =3V, —Ic = 1,5 A:

Gleichstromverstirkung

bei —UCE =3V, -IC = 0,5 A:

bei —UCE =3V, —IC = 1,5 A:

bei —UCE =3V, -IC = 4,0 A:
Kleinsignal-Stromverstirkung

bei -UCE =3V, -IC =1,5 A, f = 1 MHz:

Grenzfrequenz, Emitterschaltung

bei -UCE =3V, —IC =1,5 A:
Schaltzeiten

bei —ch = 1,5 A, —IBx = +IBY = 6 mA,

—Ubat ¢ = 30 V:

DurchlaBspannung der Schutzdiode
bei IF = 1,5 A:

bei IF = 4,0 A:

<
“Ie o 2
=1 =

CB 0
<
Iego =
<
“Igpo =
<
_UCE sat
<
“Upg =
B =
B 2
B =
B 2
>
£y £
ein 0,3
= 1,5

aus

<
Up 2
UF =

BDT 60

BDT 60A
BDT 60B
BDT60C

EE

25 kHz

(81,5) ps
(%5,0) s
2,0 V
2,1 V
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BDT 60

BDT 60A
BDT 60B
BDT 60C
: X 730091
B /// »
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o 1 2 \
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7
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= “Ueg =3V
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001 01 " 7Y |
7282564.1
11
_UCEsat ] I l
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10 : / z
1 X S 3
\ \ S -
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.
\ \C . S
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NI 11
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BDT 60

BDT 60A
BDT 60B
7288218 BDT 60 C
6 T
T 111
-UCE= 3V
—Ig 35 =250C
- (A)
4 7
y
y
2
A
0
05 1 15 2 2,5
-Ugg (V)
3 7282561
ZthG Vr=1
(K/W) =
i A
l,
2 0,7 =
1 A
050 z
- /‘V
/A
A7
1 P A ]
02 7 —
> |
- ,1 — e
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Lt _’"pl" 'V1=t_p
] - T —» T
o 0,05 T T T T
o 0,01 11
10-5 10"¢ 1073 102 10~ 1 tp(s) 10
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BDT 60

BDT 60A
BDT 60B
BDT 60C
7282559
102
My
vr=0,01
10 0,02
0,05
0.1
0,2
\\\\\ NN
M~
0,5 ————
hh---\ \N:V::::\
-
1 i -
10-3 10-4 10-3 tp (s) 10-2
7282560
102
M
vy=0,01
'\o,oz\\
005N
10 h s
0,1
1 NN
! NN \
0.2 N
-~~_~~ \
-
~J)
05 ND
e D i::\
\\-\ ~~-§E
‘ —
10-5 1074 10-3 tp (s) 10-2
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BDT 60

BDT 60A
BDT 60B
BDT 60C

Erlaubter (=_sicherer) Arbeitsbereich bei 8. é 25°¢

I Gleichstrombetrieb
1X periodischer Impulsbetrieb mit V., = 0,01

T
10 . 7282657.1
— Vo= It
[ ~!CMmax -, ‘VTJ’mr“‘
| | AN
-1g *
(A) =lc Avmax \\ A\
\ \ f\w
\\ ll.J
1 \\\ ttp=
{ | \ 0,1ms
N\
)

10
10°! '
10-2

BDT60 1+
BDT60A T
BDT60B 1
BDT60C 1]
10—3 5
1 10 10 =Uce (V)
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SILIZIUM - NPN -
« EPIBASIS - DARLIRGTON -

BDT 61

BDT 61A
BDT 61B
BDT61C

LEISTUNGSTRANSISTOREN, 10,3
Komplemetértypen max
zur BDT 60 - Reihe *| 3,6 |<— ' 1,3+ V
LN d o2 59
* min
—0 I
¢ R 4 158
o—1 max
| |
B | |
C__ Jo{ 1} —oO '
i__ —— I =
VZ7,017\ 3’5 max 51
nicht verzinnt 1L max
Mechanische Daten: ] f 12,7 1
1,3+ |+ min
Gehduse: Kunststoff, max
T0-220 (2x) 1 |
Der Kollektor ist mit Bl E L
dem Montageflansch . H (3x)
leitend verbunden. ’ +»!|le-09max{3x -»|l+06
MaBangaben in mm. —’2 542 5:‘ - - 2,4
! ’ 7273583.4V3
Kurzdaten: BDT 61 61A 61B 61C
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 60 80 100 120 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 60 80 100 120V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 6 A
Gesamtverlustleistung bei QG é 25°%C Ptot = maX. 50 )
Sperrschichttemperatur 5J = max. 150 °c
Gleichstromverstirkung S
bei UCE= 3 V und IC= 1,5 A B £ 750
Grenzfrequenz, Emitterschaltung
bei UCE =3 V und Ic =1,5 A fﬂ = 25 kHz

11.81
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BDT 61

BDT 61A
BDT 61B
BDT61C

Absolute Grenzwerte: -~

BDT 61 61A 61B 61C

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 60 80 100 120 V
Kollektor-Emitter-
Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 60 80 100 120 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UfB o = max. 5 v
Kollektorstrom; Mittelwert: IC Ay = max. 4 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 6 A
Basisstrom: IB = max. 100 mA
DurchlaB8strom der Schutzdiode: IF = max. 4 A
Gesamtverlustleistung bei % < 25°C: P oy = max. 50 w
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 150 °c
Lagerungstemperaturs: SS = min. -65 °c
s = max. 150 °¢
S
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht <
und Montageflansch: Rth G = 2,5 K/W
zwischen Sperrschicht <
und Umgebung: Ry = 70 K/W
50 < X 7300910
N
N
Prot max
(W)
25 \\\
N
\\\
N
-
0
0 50 100 ¥ (°C) 150



Kennwerte: bei §_ = 25°C, sofern nicht anders angegeben

J
Kollektor-Reststrom

bei Ip = 0 und Upp = Upp g 1ot
bei I = 0, U,

8= %% Vg 0 max® ¥ =

Kollektor-Emitter-Reststrom

bei IB = 0, UCE = 0,5 UCE 0 max’
Emitter-Reststrom
bei Ic = 0, UEB =5 Vs

Kollektor-Emitter-Restspannung
bei Ic = 1,5 A, IB = 6 mA:
Basisspannung

bei Upp = 3V, I, = 1,5 Az

C

Gleichstromverstirkung
bei UCE =3V, I, =0,5 A:

c
bei UCE =3V, IC =1,5 A:
bei UCE =3V, IC = 4,0 A:
Kleinsignal-Stromverstédrkung
bei UCE =3V, IC =1,5 A, f = 1 MHz:

Grenzfrequenz, Emitterschaltung
bei UCE =3V, I,=1,5 A:

C
Schaltzeiten
bei ICX = 1,5 A, IBx = —IBY = 6 mA,
Ubat c = 30 V:

DurchlaBspannung der Schutzdiode
bei IF =1,5 A:

bei IF = 4,0 A:

150°C:

CB 0
ICB i}

CE sat

ein

aus

7
LF

[[ZaN A A [[ZaNN | PAN

A

AV ]

v

BDT 61

BDT61A
BDT 61B
BDT61C

0,2
2,0

E B

1,0 mA

2200
750
1500

10

25 kHz

=0,8 (£2) us
=4,5(§8)ps

<

[CES]
< <

11.81
247



BDT 61

BDT 61A
BDT 61B
BDT61C
b X
P
/] d NN
B W A\
1000 = X
II
4 A
-,
L/ o(
100 ==
7 Ueg=3V
10
001 01 -1c (A) 10
104 72820991
B
NN
103
Uce=
Ic = 15A
102 \ ¥y =25°C
\
10 A
1
1 10 102 103 104 105 ¢ (kHz) 108



BDT 61

BDT61A
BDT 61B
BDT 61C
7282097
6 1T
11
UCE :3\
~lc 3y =25°C
(A)
4
]
1
1
2
]
I
0
0 T Uggtvy 2
7282565
|
UCEsat l°
V) 95=25°C
Ic=1A [2A|3A [4A [5A [6A
10 1 == 3
1
1
\ X
\ [\ N N
\ \\::,.‘ M ——
1
10! 5 s
107! 1 10 102 5 (ma) 10

11.81
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BDT 61

BDT 61A
BDT 61B
BDT61C

Erlaubter (= sicherer) Arbeitsbereich bei §. $ 25%

I Gleichstrombetrieb
II periodischer Impulsbetrieb mit VT = 0,01

7282558

10 T
1
t =
p
AN AN
I NI 0,1ms
(A) \:‘
Ne
N
1
I\
1ms|
1
10ms
10-1 @ 100ms
1H-2
£ BDT61 1
F+8DT61A T
1+ BDT61B 1+
- BDT61C
10-3
1 10 102 Ucg (V)

11.81
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BDT 61

BDT 61A
BDT 61B
BDT61C
7282559
Vy=0,0t
0,02
£0,05
0,1
10,2
_—
\\N\\\~
TR
05 -
, —
N-—"‘-—-‘h\-\. \':::::-*\.N . I
-
0-5 1074 10-3 tp (s) 10-2
7282860
V1=0,01
N~ 0,0b N
— 0,1
1 .y
T
02 ‘\\
~'~~~~\ \
~
05 SN
T
-5 ' -4 10-3 (s) 10-2
10 10 tp (s

11.81
251



BDT 61

BDT61A
BDT 61B
BDT61C
3 - 7282861
ZthG V=1
(K/W) =
,l
»
2 0,7
0,5
Y,
/V
77
7/
1 _a
0,21 114 > —
Y
- 0,11H I
. —.‘tp|<— ' v _tp_
2= 0,05 — 1 T
a2 , T T T TIT
0= 0.01 T T
- -4 -3 —2 -
10 10 10 10 10! 1 tp(s) 10



DATEN VORLAUFIGER MUSTER

SILIZIUM - PNP - EPIRASIS -
DARLINGTON - LEISTUNGSTRANSISTOREN,

Komplementértypen zur BDT 65 - Reihe

BDT 64

BDT 64 A
BDT 64B
BDT 64 C

10,3
max
-+ 36 |= 1,3+
Mechanische Dateng l | +
Gehduse: Kunststoff, [: I | 28
JEDEC T0-220 ’ }
Der Kollektor ist mit =
dem Montageflansch I' ' 1]
leitend verbunden. | |
MaBangaben in mm. ! |
L1 __1
+_. _‘I,__‘r— .__L_ \.r‘
3,5 max 51
mchtv;gnpt WiNEn max |
d T3 127 I
1,3"[ - f min
max
(2x) .
B||] C E
—»l |<—0,9mux(3x) > |<—0,5
— - - |24
2,54 2,54
7273583.4v3
Kurzdaten: BDT 64 64A 64B 64C
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 60 80 100 120V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE ¢ = max. 60 80 100 120V
Kollektorstrom, Scheitelwert —IC M = max. 20 A
Gesamtverlustleistung bei L hS 25% Py = max. 125 w
. o
bei $G= 100°C Ptot = max. 50 z’
Sperrschichttemperatur 8J = max. 150 C
Gleichstromverstdrkung >
bei -U,, = 3 Vund -I, =5 A B = 1000
CE C
E———
VALVO TRANSISTOREN 9.79

291



BDT 64

BDT 64 A
BDT 64B
BDT 64 C

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis $ BDT 64 64A 64B 64C
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: _UCB o = max. 60 80 100 - 120 V
Kollektor-Emitter-
Sperrspannung bei IB = 02 —UCE o = max. 60 80 100 120V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: _UEB o = mex. 5 5 5 5V
X Kollektorstrom, Mittelwert: -IC Ay = max. 12 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: -IC M = max. 20 A
Basisstroms -IB = max. 0,5 A
Gesamtverlustleistung bei ng 25°C: Ptot = max. 125 w
Sperrschichttemperatur: 8J = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: es = min. -65 °c
8 = max. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht <
und Montageflansch: B = 1 K/W
Z 7300165
P(ot max
(w)
150
100
50
0
0 50 100 85 (C) 150
9.79 VALVO TRANSISTOREN
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BDT 64
BDT 64 A

BDT 64B
BDT 64 C

Kennwerte: bei 8J = 2500, sofern nicht anders angegeben

-

Kollektor-Reststrom
. <
bei Iz =0 und -UCB = —UCB 0 max® -ICB 0 = 400 pA
be; Iy = ‘1” “Uep = 045 (%5 0 max < .
un &J = 150°C: —ICB 0 = mA
Kollektor-Emitter-Reststrom
. <
bei Iy = 0 und -Uy, = 0,5 (—UCE o max): “Ier o s 1 mA
Emitter-Reststrom
i j S
bei IC = 0 und -UEB =51V: -IEB 0 = 5 mA
Kollektor-Emitter-Restspannung
. <
bei -IC =5 A und —IB = 20 mA: "UCE sat = 2,0 v
Basisspannung
. <
bei _UCE = 3 V und —IC =5 A: -UBE = 2,5 v
Gleichstromverstirkung
bei -UCE = 3 V und -IC =1 A: B : 1500
bei -UCE = 3 V und -IC =5 A: B & 1000
Schaltzeiten
bei -ch =5 A, _IBX = +IBY = 20 mA: tein = 0,5 us
aus = 2,0 ks
VALVO TRANSISTOREN 9.79
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BDT 65

BDT 65 A
BDT 65B
BDT 65C

DATEN VORLAUFIGER MUSTER

SILIZIUM - NPN - EPIBASIS ~-
DARLINGTON - LEISTUNGSTRANSISTOREN,

Komplementdrtypen zur BDT 64 - Reihe
] 10,3 - 45 o
max max
-+ 3.6 |- 1,3+ !4—
Mechanische Daten: ———* ‘
.28
Gehduse: Kunststoff, - i 5’.9
JEDEC T0-220 : [ min
Der Kollektor ist mit = + j y
dem Montageflansch | ' | 15,8
leitend verbunden. l' | max
MaBangaben in mm. L__ ___J
+ o —w— _.* S~
3,5 max 51
nuchtv:rlnpt min max
| § o127
1,3-»1| = min
max
(2x) 1|
8| C E i
i > |<—O,9max(3x) »|le06
—» - | 4—2,1& .
2,54 254
7273583.4V3 .
.Kurzdaten: BDT 65 65A 65B 65C
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 60 80 100 120 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 60 80 100 120 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 20 A
Gesamtverlustleistung bei 8 < 25% P, . = max. 125 '
. 0
bei -&G= 100°C Ptot = max. 50 \g
Sperrschichttemperatur 8J = max. 150 [
Gleichstromverstarkung S
bei U,, =3 Vund I, =5 A B E 1000
CE c
VALVO TRANSISTOREN 9.79
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BDT 65

BDT 65 A
BDT 65B
BDT 65C

Absolute Grenzweste: (giiltig bis § - BDT 65 65A 65B 65C
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 60 80 100 120 V
Kollektor-Emitter-

Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 60 80 100 120V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 02 UﬁB o = max. 5 5 5 5V
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = mex. 12 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M, = max. 20 A
Basisstrom: IB = max. 0,5 A
Gesamtverlustleistung bei sG§25°c: P, = max. 125 W
Sperrschichttemperatur: SJ max. 150 °c
Lagerungstemperatur: 58 min. ~65 °c
9 max. 150 °c

Wiarmewiderstand:

zwischen Sperrschicht
und Montageflansch: Ry 6= 1 K/W
12 7300165

Plot max

(W)

150

100

50

0 .
0 50 , 00 9, (O 150
9.79 VALVO TRANSISTOREN
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Kennwerte: bei §. = 25°C, sofern nicht anders angegeben

J

-

Kollektor-Reststrom

BDT 65

BDT 65 A
BDT 65B
BDT 65C

. <
bei IE = 0 und UCB = UCB 0 max® ICB 0 = 400 pA
bei IE =0, ECB = 0,5 UCB 0 max <
und 6J = 1507C: ICB 0 = 2 mA
Kollektor~Emitter-Reststrom
. <
bei IB = 0 und UCE = 0,5 UCE 0 max’ ICE 0 = 1 mA
Emitter-Reststrom )
. <
bei Ic_OundUEB-5V. IEBO = 5 mA
Kollektor-Emitter-Restspannung
. <
bei IC =5 A und IB = 20 mA: UCE sat = 2,0 V
Basisspannung
. <
bei UCE =3 V und Ic =5 A: UBE = 2,5 V
Gleichstromverstérkung
bei UCE=3Vund Ic=1 : B ; 1500
bei UCE=3Vund Ic=5 : B B 1000
Schaltzeiten
bei ICX =5 A und IBX = -IBY = 20 mA: tein = y5 us
aus = 5 ps
VALVO TRANSISTOREN 9.79
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BDT 81

BDT 83
BDT 85
BDT 87
SILIZIUM - NPN - EPIBASIS -
LEISTUNGSTRANSISTOREN,
Komplementdrtypen
zu BDT 82 /84 /86 /88
' 1,3+
28 i
j min
Mechanische Daten:
15,8
Geh#use: Kunststoff, ! max
JEDEC T0-220
Der Kollektor ist mit
dem Montageflansch H
leitend verbunden. + 1 ¥ - Y
MaBangaben in mm. 3,5 max 51
mchtv}eLG_npt min max |
1 R I
1,3+ [+ min
max
{2x) 1 |
Bi|j C E
i . |<-o,9 max(3x) |» |+0,s
— - - —» 4—2,&
2,54 254
7273583.4V3
Kurzdaten: BT 81 83 85 87
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 60 80 100 120 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 60 80 100 120 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. ’ 20 A
Gesamtverlustleistung bei SG é 25°¢ Ptot = max. 125 W
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 °c
Gleichstromverstarkung N
bei Uop =4V, I, =54 B 2 50
Transit-Frequenz
bei UCE =10 V, IC‘= 0,5 A fT = 10 MHz

13 | VAIVD



BDT 81
BDT 83
BDT 85
BDT 87

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannung bei I

83 8 87

E= 0: UCB o = max. 60 80 100 120
Kollektor-Emitter—

Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 60 80 100 120
Emltter—S?errspannung bei IC = 0: UEB o = max. 7
Kollektorstrom, Mittelwert: Ic Ay = max. 15
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 20
Basisstrom: IB = max. 4
Gesamtverlustleistung bei 8 = 25°C: P, . = max. 125
Sperrschichttemperatur: sJ = maX. 150
Lagerungstemperatur: &S = min. -65

&s = max. 150
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montageflansch: Rth G é 1,0
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 70
150 Z 73007631
Ptot max
(W)
100
50
0
0 50 100 3 (C) 150

9.84
286

K/W
K/W



Kennwerte: bei SJ = 25%
Kollektor-Reststrom
bei Ig =0, Usp = Uog 0 max’

Kollektor-Emitter-Reststrom

bei UBE = 0, UCE = 0,8-UCB 0 max®
Emitter-Reststrom
bei Ic = 0, UEB =7V

Kollektor-Emitter-Restspannung
bei I, =5 A, IB = 0,5 A:

¢ =
bei IC =T7A, IB = 0,7 A:
Basisspannung
bei UCE =4V, IC =5 Az
Gleichstromverstédrkung

bei UCE =10V, IC = 50 mA:

bei UCE =4V, 1I,=25 Az
Transit-Frequenz
bei UCE =10 V, IC = 0,5 A, f, =
Strom im 2.Durchbruch
bei UCE =50V, t = 100 ms:
P

[4

Schaltzeiten

bei I., =74, I

cX

Bx = ~Igy = 07 4

T =500ps
10 pe 56Q 4,7Q

15ns
15ns

o~
3
o

CB

CE

EB

(=]

CE
UCE

SB

t .
ein

aus

sat

sat

A A

[N

A WA

un

nv v

v

fIA UA

BDT 81

BDT 83
BDT 85
BDT 87
1 mA
1 mA
1 mA
1,0 V
6 V
1,5 V
50
50
10 MHz
2,5 A
1 ps
2 us
9.84

287



BDT 81

103 7292357 104 1202361
U CEsat
UCE = 4,V (mV)
B 6 =25%C
103 \
5T
T
102 =111 N 7A
N T
T
4A
102 \\‘
h 1A IH
I =
~
—— Ig=50mA 100mA
+ Il
0 ol L L Il
10-2 10-1 1 (A) 0 10-1 3 10 102 103
'c Ig (mA)
100 7292369 100 7292360
My M
Vp=
\j 01 0,01
[vy= 100,
10 f 0,01 s
70,1 . =
{02 02 [
=ay
a L
\ N
SNONKN 05 \\‘S:‘
iy ’ N
e N il \r\.\
05 T —~—Se
1 14 1 . S
0,1 1 10 tp (ms) 100 0,1 1 10 o me) 100
12 7292356
Zihg
KW (=
(K/W) e
0,8 A
‘ | 11T L +1T] _,/
Vr=07 ———— 5 ip
— a— =] P
L] P
0, =
0,4 S =11 /r’ L
L 1//
LT "/
0.2 T S
,—_—T—"’ /
0,01 | {11
- — — L L
10-5 10 10 102 101 ol 0

9.84
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Erlaubter (= sicherer) Arbeitsbereich bei $_ < 25%

I Gleichstrombetrieb
11 periodischer Impulsbetrieb mit VT = 0,01
~ 7292353
I
(A)
100
YCMmax
N \\
ICAleax \\ N
10 i) NN
tph=
AN \ 500us
NEAY
\\ 1ms
@ \
\\
. N
N 10ms
BDT81
/BDT83
1 /BDTSS
1+ V1, _BDT8?7
01 P
1 10 100{ 200
120 Uce (V)

BDT 81
BDT 83
BDT 85
BDT 87

9.84
289



BDT 82

BDT 84
BDT 86
BDT 88
SILIZIUM - PNP - EPIBASIS -
LEISTUNGSTRANSISTOREN,
Komplementdrtypen
zu BDT 81 /83/85/87 10,3 4.5
max | max |[*
| 3,6 |- 1,3
_ '
(.o %8 59
Mechanische Daten: \/ ) ’ min
Gehduse: Kunststoff, Bl + ’
- | , | 15,8
JEDEC T0-220 | | max
Der Kollektor ist mit | |
dem Montageflansch | I
leitend verbunden. .
MaBangaben in mm. i_ T — .__L_ T~
3,5 max F 54
nicht verzinnt max
' (T3 127
1)3-»' - * min
max
(2x) 1)
sfjcl| [JE
i —>|‘ <09max (3x} > |<-0’6
- 4 e —»| - 2.4
2,54 254
! 7273583.4v3
Kurzdaten: BDI 82 B4 86 88
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 60 80 100 120 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 60 80 100 120 V
Kollektorstrom, Scheitelwert -IC M max. 20 A
Gesamtverlustleistung bei $G é 25°¢ Ptot = max. 125 )
Sperrschichttemperatur aJ = max. 150 °c
Gleichstromverstdrkung >
bei —UCE =4V, —IC =5 A B = 50
Transit~Frequenz
bei -UCE =10V, -IC = 0,5 A fT = 20 MHz
VAIVD
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BDT 82

BDT 84

BDT 86

BDT 88

Absolute Grenzwerte: BDT 82 84 86 88
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: —UCB o = max. 60 80 100 120
Kollektor-Emitter-

Sperrspannung bei IB = 0: —UCE 0 max. 60 80 100 120
Emitter-Sperrspannung bei IC = 03 _UEB o = maxe 7
Kollektorstrom, Mittelwert: —IC Ay = maxe 15
Kollektorstrom, Scheitelwert: -IC M = max. 20
Basisstrom: -IB = max. 4
Gesamtverlustleistung bei eG é 25°C: Ptot max. 125
Sperrschichttemperatur: 3J max. 150
Lagerungstemperatur: SS min. -65

9 max. 150
Wiarmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montageflansch: Rth G é 1,0
zwischen Sperrschicht und Umgebung: Rth U é 70
150 773 307§_?J
Pioi max
(W)
100
50
0
0 50 100 3; (c) 150

9.84
292
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Kennwerte: bei 8J = 25%

Kollektor-Reststrop
bei Ig = 0s =Upp = “Upp o pax’

Kollektor-Emitter-Reststrom
bei Upp = 0, ~Upp = 0,8:(-U

Emitter-Reststrom

bei Ic =0, —UEB =7Vs

Kollektor-Emitter-Restspannung
bei -IC =5 A4, —IB = 0,5 A:

bei ~I, = 7 Am -Ip = 0,7 A:

[%
Basisspannung
bei —UCE =4V, -IC =5 A:

Gleichstromverstérkung
bei —UbE =10V, -IC = 50 mA:
bei ~Uyp = 4V, -I, = 5 a3
Transit-Frequenz

bei -Uyp = 10 V, -I, = 0,5 4,

c

Strom im 2.Durchbruch
bei —UCE =50V, tp = 100 ms:

Schaltzeiten
bei —ch =7 A, -IBX = +IBY =
W]
14V 10Q
T =500ps 56Q 4,7Q
fp= Vus
tr = 15ns
i = 5ns 42,7V

o]
n

CB O max):

1 MHz:

-UCE sat
-U

CE sat

n A

A

A I

[ 74N

nv v

[\

[[ZaNN | 7N

BDT 82

BDT 84
BDT 86
BDT 88
1 mA
1 mA
1 mA
1, v
1,6 \'4
1,5 v
50
50
20 MHz
2,5 A
us
2 ps
9.84

293



BDT 82

103 7292358 100 ] ] 7292362
-U 1| 1| 1Y 1Y
B e A LB
B -Ucg= 4 V \
I =25°C
10? o
1L U E7A
.————‘—__ I NG +
102 \\ Nl | IT
\\ 4A
102 N, N \
1ATH
~
300mATTT]
1 —ic=50mAY
AT
; WL 3
10-2 10~1 T A 10 10— 1 10 102 10
¢ —lg (mA)
100 7292359 100 7292360
My M
V=
Vi= o1 0,01
10 0'?1 10 10, -
¢ 0,
0.2 [0.2 i
H N
AN QY
N
N NI 0,5 N
I~ NN ol
05 TS St
1 1 g ae 1 -
0,1 i 10 tp (ms) 100 0,1 1 10 tp (ms) 100
1,2 7282358
Zihe
(K/IW) g L,
L 115
08 ML —t=
H
V=07 ;
0,5
0.4
02
0,01
105 -4 -3 -2 1
10 10 10 10 P 10

9.84
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Erlaubter (= sicherer) Arbeitsbereich bei $. < 25%
1 Gleichstrombetrieb
11 periodischer Impulsbetrieb mit VT = 0,01
7292354
(A)
100 -
~lcMmax
NN |
-1 N \
CAV max
0 N (1) N
S
N X tp.
AN \ 500us
N \
1ms
@ \
\\
1 \
10ms
s
’q;aorae
1 BOTSS
0,1 1
1 10 100 200
120 “Uee (V)

BDT 82
BDT 84
BDT 86
BDT 88

9.84
295



